


Програму вступного іспиту зі спеціальності для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності G5 «Електроніка, 

електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» розробив колектив 

авторів:  

Бордун Олег Михайлович – д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри 

фізичної та біомедичної електроніки Львівського національного університету 

імені Івана Франка; 

Лучечко Андрій Петрович – д-р фіз.-мат. наук, доц., завідувач кафедри фізики 

сенсорної та напівпровідникової електроніки Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Павлик Богдан Васильович – д-р фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри сенсорної 

та напівпровідникової електроніки Львівського національного університету 

імені Івана Франка; 

Кухарський Ігор Йосифович – канд. фіз.-мат. наук, доц., доц. кафедри фізичної 

та біомедичної електроніки Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

 

Вступний іспит зі спеціальності – форма оцінювання в закладі вищої 

освіти, що передбачає оцінювання здобутих раніше компетентностей 

(результатів навчання) в обсязі стандарту вищої освіти другого (магістерського) 

рівня з відповідної спеціальності, необхідних для опанування освітньої 

програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Оцінювання 

вступників проводиться за шкалою 100–200 балів, з кроком не менше ніж один 

бал. 

Вступний іспит зі спеціальності проводиться відповідно до затвердженого 

розкладу оцінювань у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка (далі – Університет). Розклад оцінювань в Університеті 

оприлюднюється на офіційному вебсайті Приймальної комісії Університету та 

відділу аспірантури і докторантури Університету. 

У кожній заяві на участь в оцінюванні в Університеті вступник надає згоду 

на відеозапис оцінювання в Університеті, оприлюднення відеозапису на сайті 

Університету, а також зберігання відеоматеріалів та знеособлених письмових 

робіт на цих ресурсах у відкритому доступі протягом одного року у вигляді 

активних інтернет-посилань (крім вступників, які перебувають на тимчасово 

окупованій території та/або військовослужбовців). 

 



Метою проведення вступного іспиту зі спеціальності G5 «Електроніка, 

електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» є перевірка знань, 

навичок і вмінь вступників щодо визначення фізичних характеристик 

електронних та радіотехнічних процесів, основних принципів функціонування 

електронних, сенсорних, напівпровідникових, оптоелектронних і 

комунікаційних систем, їх практичної реалізації та математичного опису, 

методів спостереження, вимірювання, моделювання й експериментального 

дослідження пристроїв і систем, а також наявності уявлення про межі 

застосування математичних моделей і фізичних теорій в електроніці. 

Вступники повинні знати фундаментальні закони фізики, електроніки та 

радіотехніки, а також уміти використовувати ці знання при розгляді окремих 

явищ чи застосувань, поєднувати технічні характеристики пристроїв 

електроніки з аналітичними співвідношеннями. 

Вступники повинні знати дисципліни загальної та спеціальної 

підготовки бакалаврського і магістерського рівнів: «Фізичні основи 

електроніки», «Теорія електричних та електронних кіл», «Аналогова і цифрова 

схемотехніка, цифрові сигнали», «Технічна електродинаміка», 

«Напівпровідникова та твердотільна електроніка», «Функціональна 

електроніка», «Електронні процеси в нанорозмірних системах», «Актуальні 

питання сенсорної електроніки». 

ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Фізичні основи електроніки 

Основи електростатики. Електростатичне поле. Напруженість 

електростатичного поля. Принцип суперпозиції електростатичних полів. 

Теорема Остроградського–Гауса. Циркуляція вектора напруженості 

електростатичного поля. Потенціал електростатичного поля. 

Поляризація діелектриків. Сегнетоелектрики. 

Провідники в електростатичному полі. Електрична ємність. Конденсатори. 

Електричний струм. Сила і густина струму. Електрорушійна сила і 

напруга. Закон Ома. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола. Закон Джоуля–

Ленца. Пристрої для перетворення електричної енергії у теплову. Правила 

Кірхгофа для розгалужених кіл. 

Природа електричних струмів у металах, напівпровідниках. 

Електропровідність електролітів. Електропровідність газів.  

Магнітне поле і його характеристики. Закон Біо–Савара–Лапласа. 

Магнітне поле, створене коловим витком. Закон Ампера. Дія магнітного поля 

на рухомі заряди. Ефект Холла (Hall), датчики Холла. 



Магнітні моменти електронів і атомів. Магнітне поле в речовині. Діа-, 

пара- і феромагнетики. Магнітний запис інформації. 

Електромагнітна індукція. Технічне використання явища. Вихрові струми, 

скін-ефект. Індуктивність контуру. Самоіндукція. Струми при вмиканні та 

розмиканні джерела ЕРС. Взаємна індукція. Енергія магнітного поля. 

Змінний струм. Змінний струм, що тече через резистор, конденсатор, 

котушку індуктивності. Потужність у колі змінного струму. Закон Ома у колі 

змінного струму. Резонанс напруг. Трансформатори.  

Рівняння Максвелла та їх фізичний зміст. 

Електромагнітні коливання. Коливальний контур.  

Електромагнітні хвилі. Генерування електромагнітних хвиль. Властивості 

електромагнітних хвиль. Енергія, що переноситься електромагнітною хвилею. 

Вектор Пойнтінга. Принципи передачі енергії та формування та передавання 

інформації.  

Теорія електричних та електронних кіл 

Пасивні компоненти електричних кіл. Резистори. Конденсатори. Котушки 

індуктивності. Трансформатори. Подільники напруги. Регулятори напруги. 

Гасники напруги. 

Випрямлячі. Схема випрямляча. Структура та принцип дії 

напівпровідникових діодів. Вимоги до параметрів діода. Двопівперіодний 

випрямляч. Амплітудні обмежувачі. Параметричні стабілізатори напруги. 

Індуктивне навантаження та діодний захист контактів. 

Електронні підсилювачі. Структура та принцип дії біполярного 

транзистора. Підсилювачі на біполярних транзисторах. Параметри біполярних 

транзисторів. Еквівалентні схеми біполярних транзисторів. Режими роботи 

біполярного транзистора.  

Підсилювачі на польових транзисторах. Типи та схеми включення 

польових транзисторів. Польові транзистори з керуючим p-n-переходом. 

Польові транзистори з ізольованим затвором. Схеми підсилювачів на польових 

транзисторах. Частотні властивості підсилювачів на польових транзисторах. 

Режими роботи підсилювачів. 

Аналогова і цифрова схемотехніка, цифрові сигнали 

Класифікація цифрових пристроїв. Цифрові сигнали. Основні поняття 

алгебри логіки. Форми зображення логічних функцій. Реалізація логічних 

функцій булевого базису. Функція логічного заперечення НЕ. Функція 

логічного множення. Функція логічного додавання. Комбіновані логічні 

функції. 



Цифро-аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі. Загальні відомості. 

Параметри ЦАП і АЦП. Основні схеми ЦАП та АЦП.   

Класифікація сигналів, їх параметри та характеристики.  

Аналоговий інтерфейс введення-виведення для систем ЦОС реального 

часу.  

Ряд Фур’є, дискретне перетворення Фур’є та його властивості.   

Z-перетворення дискретних сигналів.  

Кореляція та згортка сигналів у неперервному та дискретному часі.   

Цифрові фільтри: характеристики, класифікація, принципи проєктування. 

Модуляція сигналів.  

Принципи та засоби цифрового кодування.  

Технічна електродинаміка 

Рівняння електромагнітного поля у диференціальній та інтегральній 

формах, їхній фізичний зміст. 

Телеграфні рівняння для напруженості електричного та магнітного поля. 

Стаціонарна, квазістаціонарна та хвильова моделі електромагнітного поля. 

Поляризація та намагніченість середовищ. 

Густина потужності електромагнітного поля. Електромагнітна енергія в 

об’ємі. 

Рівняння Пуассона та Лапласа для електростатичного середовища. 

Стаціонарне електромагнітне поле. Енергія магнітного поля провідника. 

Поширення електромагнітних хвиль у різних середовищах. Граничні 

умови. 

Особливості поширення радіохвиль різних діапазонів. Антени. 

Загальні властивості хвиль у напрямних системах. Хвилеводи та об’ємні 

резонатори. 

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Напівпровідникова та твердотільна електроніка 

Носії заряду у напівпровідниках. Власні та домішкові напівпровідники. 

Енергетичні діаграми. 

Рухливість носіїв заряду та їхня ефективна маса. Розсіяння носіїв заряду у 

власних та легованих напівпровідниках.  

Типи напівпровідників у періодичній системі хімічних елементів. 

Зонно-енергетична структура напівпровідників. Елементи зонної теорії. 

Статистика електронів і дірок у напівпровідниках. 

Дифузія і дрейф нерівноважних носіїв заряду. 

Кінетичні явища у напівпровідниках. 



Оптичні властивості напівпровідників. 

Структура Шотткі і її практичне використання. 

Основні відмінності ВАХ p-n-переходу і діода Шотткі. 

Принцип роботи варикапа і його практичне використання. 

Тунельний діод: будова, принцип роботи і ВАХ. 

Тиристорні структури, принцип роботи та застосування. 

Уніполярні та біполярні транзистори, їх будова, принцип роботи та 

призначення. 

Поглинання і випромінювання електромагнітних хвиль речовиною. 

Зв’язок між коефіцієнтами Ейнштейна. 

Вплив ефекту насичення на поглинання та підсилення електромагнітних 

хвиль речовиною. 

Функціональна електроніка 

Основні типи твердотільних фотодетекторів. 

Принципи інтегральної оптики. 

Інтегральна оптика як сучасний напрям функціональної мікроелектроніки. 

Квантове обмеження та резонансне тунелювання у наноструктурах із 

потенціальними бар’єрами. 

Пристрої на наногетероструктурах та їх застосування у функціональній 

наноелектроніці. 

Функціональна електроніка комунікаційних систем. Передавання 

світлових сигналів. 

Актуальні питання сенсорної електроніки 

Проблеми стабільності характеристик пристроїв сенсорної та 

напівпровідникової електроніки.  

Причини деградації властивостей матеріалів і пристроїв сенсорної 

електроніки.  

Часова і експлуатаційна деградація параметрів. 

Способи забезпечення надійності дискретних елементів пристроїв 

електроніки.  

Технологічні недосконалості виробництва і проблеми стабілізації 

параметрів пристроїв.  

Деградація характеристик р-n-структур за дії на них зовнішніх чинників. 

Прогнозування змін, способи підвищення стабільності параметрів 

пристроїв електроніки за дії на них радіації. 

 



Електронні процеси в нанорозмірних системах 

Напівпровідникові структури з квантовими ямами.  

Розмірні квантові ефекти в напівпровідникових структурах.  

Напівпровідникові прилади з резонансним тунелюванням.  

Квантова провідність напівпровідникових низькорозмірних систем. 

Прилади напівпровідникової наноелектроніки 

Спінотроніка. Спінтронні елементи інформатики.  

Вуглецева елементна база. Графен. 

 

Білети вступного іспиту зі спеціальності G5 «Електроніка, електронні 

комунікації, приладобудування та радіотехніка» формуються в обсязі програми 

рівня вищої освіти магістра зі спеціальності. 

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі. 

Час, відведений на написання відповідей на питання екзаменаційного 

білета, – 2 астрономічні години. 

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності G5 «Електроніка, 

електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» передбачає 

необхідність неухильного дотримання норм та правил академічної 

доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

Академічна доброчесність при складанні вступного іспиту зі спеціальності: 

очікується, що вступники під час його складання будуть демонструвати власні 

знання, аналітичні вміння та наукові міркування. Списування, втручання у 

роботу інших вступників, отримання додаткової інформації за допомогою 

гаджетів тощо становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. 

Під час проведення вступного іспиту зі спеціальності не допускається 

користування електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 

Приймальної комісії Університету. У разі використання вступником під час 

вступного іспиту зі спеціальності сторонніх джерел інформації (у тому числі 

підказки) він відсторонюється від участі у вступному іспиті зі спеціальності, 

про що складається відповідний акт. На екзаменаційній роботі такого 

вступника черговий екзаменатор вказує причину відсторонення та час. При 

перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше 

мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами 

прийому, для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст 

написаного. 



Екзаменаційний білет вступного іспиту зі спеціальності містить 4 

запитання: три запитання – теоретичні, одне – це дослідницька пропозиція. 

Загальна оцінка вступного іспиту формується як сума балів, отриманих за 

відповіді на всі запитання екзаменаційного білета. 

Критерії оцінювання відповіді на запитання 

21–25 балів – здобувач ґрунтовно висвітлює питання з білета, виявляє 

поглиблене розуміння використовуваних законів, технічного та фізичного 

змісту понять і застосувань, що входять у ці закони, вільно послуговується 

науковою термінологією, ґрунтовно відповідає на уточнюючі запитання; 

16–20 балів – здобувач більшою мірою висвітлює запитання з білета, 

розуміє суть використовуваних законів, технічних та фізичних понять і 

застосувань, що в них входять, допускає окремі неістотні неточності та 

незначні помилки; 

11–15 балів –здобувач не повністю розкрив зміст питань з білета, виявляє 

поверхневе розуміння технічної та фізичної суті законів, технічних та фізичних 

понять і застосувань; при висвітленні питань з білета не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неточності та 

незначні помилки 

6–10 балів – здобувач слабо орієнтується в питаннях з білета, але 

відповідає на уточнюючі запитання. Загалом розуміє суть технічних та 

фізичних законів, технічних та фізичних понять і застосувань. У відповіді 

допускає несуттєві помилки. 

0–5 балів – здобувач не відповідав на питання з білета, але відповідає на 

деякі уточнюючі запитання. Поверхнево розуміє суть технічних та фізичних 

законів, технічних та фізичних понять і застосувань. У відповіді допускає 

суттєві помилки.  

 

Дослідницька пропозиція пов’язана з тематикою майбутніх наукових 

досліджень, запропонованих у Програмі вступного іспиту.  

Дослідницька пропозиція повинна містити такі структурні частини:  

 обґрунтованість актуальності пропонованої теми дослідження; 

 мету і завдання дослідження; 

 об’єкт та предмет дослідження; 

 стан наукової розробки проблеми;  

 методологічний інструментарій; 

 опис очікуваних наукових результатів. 

 



Критерії оцінювання дослідницької пропозиції 

21–25 балів – дослідницька пропозиція є цілісною, логічно вибудуваною 

та науково обґрунтованою; актуальність теми аргументована; мета і завдання 

сформульовані чітко та узгоджені між собою; коректно визначено об’єкт і 

предмет дослідження; запропоновано релевантний методологічний 

інструментарій; очікувані результати конкретні, реалістичні, мають наукову 

значущість та практичну цінність; вступни(-к; -ця) демонструє належний рівень 

володіння науковою термінологією. 

16–20 балів – дослідницька пропозиція загалом логічна та змістовна; 

актуальність теми визначена, проте недостатньо обґрунтована; мета і завдання 

сформульовані, проте можуть містити окремі неточності або незначну 

неузгодженість; об’єкт і предмет дослідження визначені, але потребують 

уточнення; методи підібрані загалом доречно; очікувані результати окреслені, 

але не достатньо конкретизовані. 

11–15 балів – пропозиція має фрагментарний характер; актуальність теми 

сформульована поверхово; мета і завдання визначені нечітко або частково не 

узгоджуються між собою; об’єкт і предмет подані з помилками або 

змішуються; методологічний інструментарій описаний загально або 

недостатньо обґрунтовано; очікувані результати нечіткі, декларативні. 

6–10 балів – дослідницька пропозиція слабко структурована; 

актуальність теми практично не обґрунтована; мета і завдання відсутні або 

сформульовані некоректно; об’єкт і предмет не визначені або визначені 

неправильно; запропоновані методи не відповідають темі дослідження або 

відсутні; очікувані результати не сформульовані або не пов’язані зі заявленою 

темою. 

0–5 балів – дослідницька пропозиція відсутня, не відповідає тематиці 

запропонованих наукових досліджень або не містить основних структурних 

елементів (актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методологія, очікувані 

результати); вступник не демонструє розуміння основ наукового дослідження 

та принципів академічного викладу. 

 

Тематика майбутніх наукових досліджень  

1. Електронні збудження, термоактиваційні та рекомбінаційні процеси в 

оксидних широкозонних напівпровідниках.  

2. Радіаційно- та деформаційно-стимульовані процеси в напівпровідникових 

матеріалах, пристроях та сенсорах. 



3. Вплив напівпровідникових підшарів на електрооптичні властивості 

ультратонких металічних плівок. 

4. Тонкі оксидні плівки як елементи прозорої електроніки. 

5. Тонкі оксидні плівки як компоненти повноколірних люмінесцентних 

дисплеїв. 

6. Тонкоплівкові багатошарові системи як світлодіоди та фотовольтаїчні 

комірки. 

7. Застосування нанорозмірних плівок металів в елементах та вузлах ВЧ 

електроніки. 

8. Широкозонні оксидні напівпровідники для оптоелектроніки та силової 

електроніки. 

9. Імпедансний аналіз у напівпровідниковій електроніці. 

10.  Неорганічні перовскіти як перспективні матеріали для фотоелектричних 

пристроїв. 

11.  Нанофотоніка та плазмоніка в інтегральних оптоелектронних пристроях. 

12.  Застосування халькогенідних склуватих напівпровідників в 

оптоелектроніці та фотоніці. 

13.  Структури на основі шаруватих напівпровідників у наноелектроніці. 

14.  Застосування ємнісних та індуктивних сенсорів у вбудованих системах. 

15.  Аналіз та моделювання сигналів в електронних та радіотехнічних 

системах. 

16.  Сучасні тенденції при проектуванні електронних систем. 

17.  Сучасні підходи до тестування та характеризації інтегральних мікросхем. 

 

Особи, які не встигли за час, відведений на іспит, відповісти на запитання 

екзаменаційного білета у повному обсязі, здають його незакінченим. 

 

Заяви вступників допускаються до конкурсного відбору в разі досягнення 

встановленого Приймальною комісією мінімального значення кількості балів із 

вступних випробувань (конкурсного бала), при цьому мінімальна сума оцінок 

тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ та тесту з іноземної мови 

ЄВІ не може бути меншою ніж 300 балів (150 балів оцінки співбесіди з 

іноземної мови замість ЄВІ), за вступний іспит зі спеціальності – не меншою 

ніж 150 балів. 
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